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Spos6b wytwarzania przyrzadu pélprzewodnikowego

Mty

zwlaszcza tranzystora i przyrzad wytworzony tym sposobem:

1
'Wynalazek dotyczy sposcbu wytwarzania przy-
rzadu pélprzewodnikowego na przyklad tranzysto-
ra, przy czym przynajmniej dwie elektrody (czasze)

domieszkowe polozone obok siebie na powierzchni .

elementu pélprzewodnikowego sa polgczone z prze-
wodami doprowadzajacymi.

Wiadomym jest, ze przewody doprowadzajace
skladajg sie z odcinkéw drutu, przy czym kazdy
jest umocowany do elektrody (czaszy) przez przy-
lutowanie lub przyspawanie.

Im mniejsze sg rozmiary elektrod oraz odleglos¢
miedzy nimi, co czesto wigze sie z pracg tych przy-
rzadéw na wysokich czestotliwo$ciach, tym trudniej
jest zamocowaé¢ przew6d doprowadzajacy do elek-
trody przy jednoczesnym doktadnym ustaleniu po-
lozenia kazdego przewodu i odlegloSci.

Wynalazek ma na celu miedzy innymi ulepszenie
mocowania.

Wedlug wynalazku konce przewodéw doprowa-
dzajacych w ksztalcie rozwidlonych ramion prze-
wodu, sg umieszczane na elektrodach, przy czym
odstep miedzy koncami jest ro6wny odleglo$ci mie-
dzy elektrodami, i w tym polozeniu konce te zo-
stajg umocowane, przy czym czeéé lgczaca ramiona
rozwidlonego przewodu, zostaje odcieta.

Warunek aby odleglo§é miedzy koxicam} ramion
byla réwna odlegloSci miedzy elektrodami, nie na-
lezy traktowaé¢ w sensie matematycznym, wystar-
czajace jest jezeli konce znajduja sie w obrebie
elektrod. Wi szczegblnosci przynajmniej ta czesé
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ramion przewodu, ktéra laczy sie z elektrodami,
lezy w plaszczyznie, ktéra zawieratl przeprowadzong
linie laczacg obie elektrody.

Rozwidlona cze§¢é przewodu lezy w plaszczyznie,
ktéra tworzy z powierzchnig elementu péiprzewod-
nikowego kat co najmniej 20°, przy czym na poéi-
przewodniku sg umieszczone wspomniane elektro-
dy. Wskutek tego polepsza sie dostep do tych czesci
powierzchni elementu polprzewodnikowego, ktore
otaczajg elektrody. W zwigzku z obrdobkg takg jak
oslanianie i wytrawianie, ktérej dokonuje sie po
przylaczeniu przewodéw doprowadzajacych do
elektrod, dostep jest jak najbardziej pozadany.

Konice rozwidlonego przewodu mogg byé przyla-

czone do elektrod za pomocg spawania lub luto-
wania. Ponadto ramiona rozwidlonej czeSci prze-
wodu i péiprzewodnik sg mocowane na nézkach
wsporczych potgczonych ze sobg przez cze$§é izolu-
jaca. Ta cze§¢ izolujgca jest utworzona na przy-
klad przez szklane dno obudowy, w ktérej jest
umieszczony przyrzad poéiprzewodnikowy.
Wynalazek dotyczy przyrzadu poéiprzewodniko-
wego w szczegblno$ci tranzystora, w ktérym na po-
wierzchni pélprzewodnika sg co najmniej dwie
elektrody polozone obok siebie, przy czym kazdy
przewéd jednym koricem jest przylaczony do elek-
trody, a drugim koncem jest przylaczony do nézki
wsporczej. Urzadzenie to znamienne jest tym, ze
przewody doprowadzajgce sg plaskie i lezg w jed-
nej plaszczyznie. Linia lgczaca obie elektrody lezy
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réwnieZ na wspomnianej plaszczyzZnie. Ta plaszczy-
zna tworzy z powierzchnig elementu pélprzewodni-
kowego, na ktérym znajdujg sie elektrody, kat co
najmniej 20°.

Wynalazek jest obja$niony blizej na podstawie
przykladu uwidocznionego na rysunku.

Poszczegblne figury przedstawiajg rézne fazy wy-
twarzania tranzystora w bardzo duzym powigksze-
niu.

Na fig. 1 jest przedstawiony poprzeczny prze-
bro6j péiprzewodnika, wraz z elektrodami, na fig.
2 — widok rozwidlonego przewodu, na fig. 3 i 5
perspektywiczny widok tranzystora pokazany sche-
matycznie, na fig. 4 — widok z tylu, a na fig. 6

‘jest przedstawiony przekréj poprzeczny gotowego

tranzystora.

Ze stosowanej zwykle obudowy tranzystora po-
kazana jest tylko podstawa.
. Na fig. 1 cyfra 1 jest oznaczony element polprze-
wodmkowy, na przykilad z germanu, o przewodnic-
twie typu ,,p”. Na tym pélprzewodniku wtopione sg
sg dwie elektrody domieszkowe 2 i 3, z ktérych
pierwsza jest stopem olowiu z okolo 5% antymonu

“i 1% aluminium, a druga jest stopem olowiu z oko-

1o 5% antymonu bez aluminium. Podczas stapiania,
antym n dyfunduje do germanu wskutek czego pn-
wstaJe warstwa 4 typu ,,n” o gruboS$ci okoto 1 w.

ogoviot? 2 Elektroda 2 zawierajgca aluminium tworzy z war-

\nm‘

"'.-“"st'ﬁra 4 kontakt prostowniczy, a elektroda 3 jest

kontaktem oporowym. Do plytki péiprzewodniko-
wej 1 przylutowany jest wykonany z niklu element
wsporczy 6, przy czym jako spoiwo stosuje sie
warstwe indu 5 zawierajgcg gal.

W przypadku,; gdy taranzystor ma pracowaé na
wysokich czestotliwosciach, to znaczy, gdy tranzy-
stor ma stuzyé do sterowania pradéw o wysokiej

czestotliwos$ci, odlegosé A miedzy elektrodami 2i 3

musi by¢é mata. Odleglo§é ta moze byé mniejsza od
50 p. Réwniez przekr6j poprzeczny elektrod jest
wtedy bardzo maly i wynosi na przyklad 100 p. Ja-
ko przewé6d doprowadzajgcy jest zastosowany ele-
ment 11 wyciety na przyklad z plytki niklowej
o grubos$ci okoto 50 p i zawierajgcy dwa ramiona 12
i 13 (patrz fig. 2). Odleglo§é miedzy dolnymi konca-
mi wynosi réwniez A.

Nastepnie przew6d 11 zostaje umieszczony na
elektrodach w spos6b przedstawiony na fig. 3, przy
czym przew6d 11 i element wsporczy 6 potprzewod-
nika 1 s3 zamocowane w podstawie obudowy. Pod-
stawa ta sklada sie ze szklanej plytki 21, jako izo-
latora, w ktéra wtopione sg trzy elementy wsporcze
22, 23, 24. Plytka 21 otoczona jest metalowym pier-
Scieniem 25. Po uprzednim odpowiednim ustawieniu
poszczegblnych elementéw, to znaczy 12 i 22, 13
i 23, 6 i 24, ktére w razie potrzeby sa uprzednio
ocynowane, przez dysze 26 wdmuchuje sie na te
elementy strumien ogrzanego wodoru lub innego
gazu redukujacego i w ten sposéb uzyskuje sie ich
polaczenie. Zlgcza lutownicze sg zaznaczone na
fig. 4 cyfrg 27. W tym samym czasie ramiona 12
i 13 zostajg zlutowane z elektrodami 2 i 3.

W elemencie 11 ucina sie teraz wzdluz przery-
wanej linii 28 zaznaczonej na fig. 3 polgczenie. Ra-
miona 12 i 13 tego rozwidlonego przewodu, pomie-
dzy ktérymi nie ma teraz polgczenia, nazywane be-
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~ da nastepnie przewodami doprowadzajacymi. Usu-

wa sie réwniez zbedna cze$é elemenfu wsporczego
6. Poszczegblne elementy sg tak umieszczone wzgle-
dem siebie, ze kat o (patrz fig. 4) utworzony przez
plaszczyzne w ktérej lezg przewody doprowadza-
jgce 12 i 13 i powierzchnig péiprzewodnika 1 wy-
nosi okolo 30°.

Przy opisanym tranzystorze, nalezy usungé cze$é
warstwy 4 otaczajgcej elektrody 2 i 3, z wyjatkiem
tej czeSci warstwy, ktora jest miedzy elgktrodami.
W tym celu urzadzenie pokrywa sie¢ na przykiad
lakierem, a nastepnie wdmuchuje sie na elektrody
rozpuszczalnik tego lakieru na przyklad aceton
w stanie rozpylonym z przeciwnych kierunkéw,
ktore lezg w plaszczyznie przewodéw doprowadza-
jacych 12 i 13 (patrz fig. 5), kierunki te sg zazna-
czone strzalkami 31 i 32. W ten sposéb lakier zo-
staje rozpuszezony i wydmuchany, z wyjatkiem
niewielkiego obszaru 33, ktéry znajduje sie miedzy
elektrodami 2 i 3 oraz dolnej cze$ci szczeliny 34
dzielagcej dolne kofice przewodéw doprowadzaja-
cych 12 i 13. Z tego wzgledu jest korzystnym, gdy
plaszczyzna ktérg tworza ramiona 12, 13 rozdwojo-
nego przewodu, oraz powierzchnia pélprzewodnika
pozostaja wolne przynajmniej w poblizu ich linii
przeciecia, przez co rozumie sig, ze te plaszczyzny
nie przecinaja zadnych elementéw jak elementy
wsporcze . lub przewody tak, Zze rozpylony rozpu-
szezalnik moze sie swobodnie przedostaé i wraz ze
srodkiem pokrywajacym moze byé usuniety z tych
wszystkich miejsc, gdzie to jest konieczne. Linie
przeciecia obu wspomnianych plaszezyzn z pla-
szczyzng rysunku sg zaznaczone na fig. 4 przez
X —X i Y — Y. Linia przeciecia tych plaszczyzn
ktéra tworzy réowniez linie laczaca miedzy elektro-
dami 2 i 3, jest zaznaczona na fig. 5 przez Z — Z.

Nastepnie tranzystor zostaje umieszczony w 30%/0-
-owym wodnym roztworze wodorotlenku potasu
i wytrawia sie go na drodze elektrolitycznej. P61-
przewodnik jest pod dodatnim napigciem okoto 2V
wzgledem katody zanurzonej w kapieli wytrawia-
jacej.

Po tej obrébce tranzystor ma przekr6j taki jak
to jest przedstawione schematycznie na fig. 6.

W danym przykladzie istnieja obok siebie dwie
elektrody 2 i 3, jednak w ramach wynalazku mozna
w podobny sposéb umie$cié przewody doprowadza-
jace przy wiecej niz dwéch elektrodach.

patentowe

Zastrzezenia

1. Spos6b wytwarzania przyrzadu péiprzewodniko-
wego zwlaszcza tranzystora, przy czym przynaj-
mniej do dwéch elektrod lezacych obok siebie
na powierzchni pétprzewodnika zostaja przymo-
cowane przewody doprowadzajgce, znamienny
tym, ze przewody doprowadzajace w postaci ra-
mion nozwidlonego przewodu, ktoérych odstep
jest wzgledem siebie réwny odleglo$ci miedzy
elektrodami, zostajg swymi koncami zamocowa-
ne na elektrodach, a nastepnie usuwa sie cze§é
laczacg ramiona rozwidlonego przewodu.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ZzZe
umocowywanie ramion rozdwojonego przewodu
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i elementu péiprzewodnikowego na elementach
wsporczych, jak néwniez przewodéw doprowa-
dzajacych na elektrodach odbywa sie réwno-
cze$nie.

Spos6ob wedtug zastrz. 1 lub 2, znamienny tym,
Ze po wykonaniu polgczen przewodéw doprowa-
dzajacych na elektrodach, przyrzad pokrywa sie
srodkiem oslaniajgcym, a nastepnie wdmuchuje
sie z dwoch przeciwnych kierunkéw na elektrody

6

4. Przyrzad péiprzewodnikowy, zwlaszcza tranzy-

stor, wytworzony sposobem wedtug zastrz. 1—3,
ktéry zawiera element pélprzewodnikowy, na
powierzchni ktérego znajdujg sie obok siebie
przynajmniej dwie elektrody, przy czym kazda
elektroda jest polaczona z jednym koncem prze-
wodu doprowadzajacego, znamienny tym, ze
przewody doprowadzajgce sg plaskie i lezg obok
w jednej plaszczyZnie i oddzielone sg od siebie

rozpuszczalnik, przy czym kierunki te lezg w pta- 10 szczeling.
szczyznie przewodow doprowadzajgcych w ten . Przyrzade pélprzewodnikowy wedlug zastrz. 4,
sposob, ze miedzy elektrodami pozostaje nanie- znamienny tym, ze plaszczyzna utworzona przez
siona uprzednio ostona, a pozostata cze§é po- przewody doprowadzajace tworzy kat co naj-
wierzchni elementu poélprzewodnikowego zostaje mniej 20° z powierzchnig elementu poélprzewod-
poddana procesowi wytrawiania. 15 nikowego, na ktérej znajduja sie elektrody.
A
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